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ガンマ線の高感度・高精度観測を実現するには、

検出効率、エネルギー分解能、位置分解能におい

て優れた放射線検出器の開発が必要である。その

ような検出器として我々が研究開発を進めてい

るのがピクセル型 CdTe 半導体検出器である。 

放射線検出器にはシンチレータと半導体検出

器があるが、間接変換型のシンチレータに比べて

直接変換型の半導体検出器は位置分解能が優れ

ている。また半導体検出器はシンチレータに比べ

て単位エネルギーあたりのキャリア数が多いた

め、統計的ゆらぎが小さくエネルギー分解能が優

れている。半導体の中でも CdTe は原子番号が大

きいため反応断面積が大きく、バンドギャップエ

ネルギーが大きいため大掛かりな冷却装置を必

要としない。これらの特徴から CdTe 半導体検出

器は宇宙観測、医療、非破壊検査など放射線検出

に関わる様々な分野に適用されている[1,2]。 

CdTe 半導体検出器は以上のような利点を持つ

一方で、正孔の輸送特性が電子に比べて小さいた

め、検出器内部で生じた正孔を電極に集めきれず

エネルギー分解能が悪くなるという問題がある。

これを解決するために我々は、電極をピクセル化

することで電子による誘導電荷を正孔による誘

導電荷よりも大きくして、電子由来の信号のみを

用いた検出器を開発している。さらにピクセル型

検出器には低い入力浮遊容量とゴーストヒット

を回避できるという利点もある。 

本研究では、従来のピクセル型 CdTe 半導体検

出器をもとにTSMC0.35-µmプロセスで 250µmピ

ッチ、28×28 チャンネルの新しいピクセル検出器

読み出し用 ASIC の開発を行った[3]。ASIC 中の

10 ビットウィルキンソン ADC は並列 AD 変換を

行い、信号はピークホールドまたはサンプルホー

ルドモードで処理及び取得できる。この ASIC を

用いて 750µm 厚の CdTe 素子の特性を評価した。

その結果、図 1 のように 59.5keV のガンマ線に対

し FWHM で 1.3keV のエネルギー分解能を得た。

本講演ではこのピクセル型 CdTe 半導体検出器の

特徴及び性能評価の詳細について述べる。 
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 図 1. Am241 と Co57 のスペクトル 

FWHM=1.3keV@59.5keV 
(~2%) 
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